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Instituto de Energia Solar (IES) Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares
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Descripcion de la patente

Dispositivo de silicio para la deteccion de radiacién visible e infrarroja a temperatura ambiente. La presente invencidn se refiere a un
dispositivo con tres capas: dos semiconductores, (1) y (2), y una capa intermedia (3) aislante que estan basadas en silicio cristalino. La
implantacién de impurezas con una concentracién que supera la solubilidad sélida de dicha impureza en silicio confiere al dispositivo la
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capacidad de detectar radiacién infrarroja a temperatura ambiente. La invencién también se refiere al método para fabricar el
dispositivo de la invencién, que incluye técnicas de fabricacién fuera del equilibrio termodinamico.
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